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Fotodetectores de InSb são de grande importância para imageamento térmico, guiamento por 
calor, radiometria e espectrometria. Seu gap de energia é 0,165 eV, com alta mobilidade tanto de 
elétrons quanto de lacunas, m. Para a�m a 5 �sendo adequado para fótons com comprimento de 
ondas de 1  obtenção de dispositivos eficientes, faz-se necessário o desenvolvimento de contatos 
que minimizem a interferência de fatores externos ao circuito. Nesse sentido, foi realizada a 
caracterização de contatos em InSb, além disso, foi desenvolvido um projeto de janelas frias 
baseadas em interferência de multi-camadas e por fim, a fabricação e caracterização de detectores 
de InSb. Foram realizadas medidas usando o método TLM, variando a temperatura de recozimento 
do material e o tempo desse tratamento, de tal forma a otimizar da resistividade de contato. O 
projeto de multi-camadas foi baseado em uma simulação computacional, utilizando o software 
MatLab 6.5. Nesse trabalho, apresentaremos nossos resultados teóricos de projeto além dos 
primeiros resultados da caracterização dos componentes de Antimoneto de Índio fabricado pelo 
Laboratório de Pesquisas em Dispositivos (LPD) do IFGW juntamente com o Centro de 
Componentes Semicondores (CCS-UNICAMP). Também, apresentaremos a bancada de medida 
desenvolvida para a caracterização destes dispositivos. 
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